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Mp: Malus redoublement = —3
Bgession : Bonus session = +2 points pour chaque réussite en session principale
MC : Malus Session de Controéle

v' -1 pour année de réussite session de contréle en 1ére année licence

v’ -2 pour année de réussite session de contréle en 2éme année licence

v' -3 pour année de réussite session de contréle en 3éme année licence
Buyention : Bonus mention =

v' 0:pourla mention passable

v' 1:pourla mention assez bien

v’ 2:pourla mention Bien

v’ 3:pourla mention trés bien
B,y : Bonus anglais = 2 si l'étudiant a une note d'anglais en BAC supérieur a 10/20
B,p: Bonus année de diplome =

v’ 2sil'année d’obtention de dipléme de Licence est 2016

v' 1sil’année d’obtention de dipléme de Licence est 2015

v’ 0sil'année d’obtention de dipléme de Licence est avant 2015
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